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我々は high-k 材料として、スパッタ法により Si(100)基板上に CeO2薄膜を堆積し、その特性を

評価してきたが、Si 基板との界面で 3nm 程度の SiO2系の界面層を形成するため、低 EOT の実現

が困難であることがわかった。 

そこで、Si 基板との界面で high-k 材料であるシリケートを形成する Pr2O3を CeO2膜と Si 基板

との間に挿入し、high-k 材料と Si 基板の直接接合の実現を目指した。 

本稿は、スパッタ法で Si(100)基板上に Pr 酸化膜を堆積し、X 線光電子分光(XPS)法や透過型電

子顕微鏡(TEM)により熱処理条件による構造の変化を報告する。XPS 法で測定した Pr2O3 薄膜と

Si 基板の界面付近での O 1s スペクトルを図 1 に示す。熱処理温度 800℃で、シリケートのスペク

トルが支配的となっていることがわかる。図 2 は堆積直後の断面 TEM 像を示し、およそ 4nm 厚

の界面層の形成が確認された。 
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図 1 界面付近での O 1s スペクトル       図 2 堆積直後の断面 TEM 像 
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